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【背景･目的】 酸化亜鉛(ZnO)は近年注目されている酸化物半導体の一つである。禁制帯
幅は室温にて3.4eVになる。励起子結合エネルギーが60meVと大きく、室温でも安定に励起
子が存在できることから励起子発光を利用した青～近紫外発光デバイス材料としての期
待がある。また、その幅広の禁制帯幅は希土類イオン等の発光中心ドープのためのホスト
材料としても期待されている。我々の研究では、炭素(C)触媒を用いた加熱蒸発法による
ZnO微細構造の作製と評価を行った。さらに、この方法を応用することによりユウロピウ
ムイオンをドープしたZnO結晶(Eu-doped ZnO)の作製も試みた。このような方法でのEu- 
doped ZnOの作製はこれまでに報告がなく、化学的な手法による例がいくつかあるのみで
ある。 
【作製】 ZnO、C、Eu2O3(Eu-dopedの場合)の混合粉末及びSi(100)基板を石英管内に入れる。
この管を電気炉にて一定時間の加熱をした後、室温で冷却することにより基板上に結晶を
成長させた。SEM(走査型電子顕微鏡)、EPMA(電子プローブ微小領域分析)、XRD(粉末X線回
折)、室温での発光(PL)スペクトル測定により試料を評価した。 
【結果･考察】 図1は得られたEu-doped ZnOのSEM画像である。作製条件を変えることによ
り2種類の形状の結晶が得られた。(a)は多面体、(b)は直線の形状をしている。(c)は(b)
の拡大図である。XRDとEPMAの結果から成長した結晶が六方晶のZnOであること、および
EPMAの結果からEuがZnOにドープされていることを確認できた。本研究では、(b)(c)に示
すような形状のZnOおよびEu-doped ZnO微細結晶を作製することに成功した。図2は得られ
たPLスペクトルを示す。ZnOの励起子(390nm)および酸素欠陥(500nm)に起因する発光が生
じている(ZnO、実線)。Eu-doped ZnOでは原料粉末の配合を変える事により2種類のPLスペ
クトルが得られた。点線は実線と比較して610nmに肩がみられ、ZnOからEuへのエネルギー
移動によりEu3+イオンからの発光が生じていると考えられる。破線は475nmにピークがみら
れ、ZnOに一様にドープされたEu2+イオンからの強い緑白色発光が生じている。 
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